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緒言：ベンゼン環がW字型に結合したフェナセン系分子を活性層に用いた電界効果トランジスタ

(FET: Field-Effect Transistor)が，高いトランジスタ特性を示すとして注目を集めている．我々はベ

ンゼン環が 5から 8個結合したピセン，[6]フェナセン，[7]フェナセン，[8]フェナセンと，最近新

たに合成に成功した[9]フェナセンの薄膜を用いて FETデバイスを作製し，ベンゼン環数の拡張に

よる FET特性の変化を評価した．また，これらの FETと，PDI8-CN2分子薄膜を使った nチャネ

ル FETを組み合わせて，論理回路を作製しその動作特性を評価した． 

実験：フェナセン薄膜活性層の作製は真空蒸着法により行った．デバイス構造はトップコンタク

ト型であり，絶縁膜は SiO2の他に，高誘電ゲート絶縁膜ならびにイオン液体をシート状にしたポ

リマーシートを用いた．ソース・ドレイン電極と活性層薄膜間には強い電子受容体である F4TCNQ

を 3 nm挿入して，接触抵抗を低減している． 

結果と考察：図１は，SiO2を絶縁膜として用いた[9]フェナセン薄膜トランジスタの伝達特性と出

力特性を示している．伝達特性では，ドレイン電圧 VD を-100 V印加している．この特性から，

しきい値電圧 49 V，キャリア移動度 0.15 cm
2
 / Vsを得ており，典型的な pチャネル型の動作特性

であることがわかる．本講演においては，これまで作製した 5から 9個のベンゼンが結合したフ

ェナセン分子を活性層とする薄膜 FETの動作特性に加えて，フェナセン分子薄膜を用いて作製し

た CMOS論理回路の動作特性を示す．また，反転回路を集積したリング・オシレータについても

報告する． 

 

 

図 1  [9]フェナセン薄膜 FETの (a)伝達特性，(b)出力特性 
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